Kvantové tunelovani pro cilenou excitaci neklasickych zdrojti zareni

Budouci kvantové pocitace se svou bezprecedentni schopnosti faktorizovat velka ¢isla na prvocisla jsou
velkou vyzvou pro nase moznosti pfenaset zabezpecené informace. Principialni moZnost zabezpeceni,
na zakladé fyzikalnich zakonl kvantové mechaniky, poskytuje kvantova kryptografie. Jednou z
chybéjicich technologii pro budouci zabezpe¢enou komunikaci jsou dostupné zdroje svétla vykazujici
sub-poissonovskou statistiku. Cilem prace je studovat potencialni zdroje zareni vykazujici vlastnosti
vhodné pro tyto budouci kvantové technologie. V praci se seznamite s modernimi nanotechnologiemi
vyuzivanymi pro pfipravu tunelovacich diod a s experimentalnimi metodami studia jejich

optoelektronickych vlastnosti.
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Pro pfipravu diod vyuzivame moderni nanotechnologie, mezi které patfi elektronova litografie, depozice
atomarné tenkych vrstev oxidd, plazmové leptani, naprasovani a napafovani. Samoziejmosti jsou
charakteriza¢ni techniky umoznujici pohled do nanosvéta jakymi jsou elektronova mikroskopie, difrakce
elektron(, analyza sloZeni latek na atomarni Grovni a mapovani fotoproudu jednotlivych emisnich center

foton(.
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